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7
Apéndice

Apéndice 1

Nas tabelas 1 e 2 t€ém-se um resumo de todos os dispositivos processados.

Tabela 1 — Resumo dos dispositivos processados.

Amostra | B1 (nm) QW (nm) B2 (nm) PQ - dopagem B3 (nm) Estrutura

987 99 10 1,5 N&o 16 X10; 138,6s B1 (InGaAlAs); 2,1s B2 (InGaAlAs);
120s B3 (InP); 14,2 s QW; 5,55 PQ

989 109 N&o N&o N&o 13 X10; 152,65 B1 (InGaAlAs); 100s B3 (InP); 5,5s
PQ

990 99 10 N&o N&o 13 X10; 138,6s B1 (InGaAlAs); 100s B3 (InP); 14,2 s
QW; 5,55 PQ

992 99 10 30 N&o 13 X10; 138,6s B1 (InGaAlAs); 4,2s B2 (InGaAlAs);
100s B3 (InP); 14,2 s QW; 5,55 PQ

993 0 10 N&o Nao 16 X3; 14,4 B1 (InP); 120s B1 (InP); 14,2 s QW; 5,5s
PQ

996 109 N&o N&o N&o 13 X10; 152,6s B1 (InGaAlAs); 100s B3 (InP); 5,5s
PQ

997 99 10 30 Sim 13 X10; 138,6s B1 (InGaAlAs); 4,2s B2 (InGaAlAs);
100s B3 (InP); 14,2 s QW; 5,55 PQ

1013 109 N&o N&o N&o 16 X10; 152,6s B1 (InGaAlAs); 120s B3 (InP); 5,5s
PQ baseado na amostra 996

1024 99 10 30 Néo 19 X10; 138,6s B1 (InGaAlAs); 4,2s B2 (InGaAlAs);
140s B3 (InP); 14,2 s QW; 5,5s PQ, baseado na
amostra 992

1026 99 10 N&o N&o 16 X10; 138,6s B1 (InGaAlAs); 120s B3 (InP); 14,2 s
QW; 5,5s PQ, baseado na amostra 990

1027 99 10 30 N&o 16 X10; 138,6s B1 (InGaAlAs); 4,2s B2 (InGaAlAs);
120s B3 (InP); 14,2 s QW; 5,5s PQ, baseado na
amostra 1024

1031 99 10 30 Sim 16 X10; 138,6s B1 (InGaAlAs);4,2s B2 (InGaAlAs);

120s B3 (InP); 14,2 s QW; 5,5s PQ, baseado na
amostra 997
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Tabela 2 — Resumo dos dispositivos processados.

109

Amostra | B1 (nm) QW (nm) B2 (nm) PQ - dopagem B3 (nm) Observagéo

1062 109 N&o Néo N&o 16 Ilgual a 1013 (x 20, para absor¢do, sem
camadas de contacto)

1063 109 Nao Nao [Si]=12.4 sccm 16 Igual a 1062 com PQ dopado(x 20, para
absorgéo, sem camadas de contacto)

1064 109 Nao Nao [Si]=25,4 sccm 16 Igual a 1062 com PQ dopado QD (x 20, para
absorgédo, sem camadas de contacto)

1065 109 Né&o Néo N&o 16 Igual a 1062 (x 10, para fotocorrente, com
camadas de contacto)

1066 109 Nao N&o [Si]=12.4 sccm 16 Igual a 1065 com PQ dopado (x 10, para
fotocorrente, com camadas de contacto)

1067 109 Nao Nao [Si]=25,4 sccm 16 Igual a 1062 com PQ dopado (x 10, para
fotocorrente, com camadas de contacto)

1068 99 10 3,0 Néo 16 Igual a 1024 (x 10, para fotocorrente, com
camadas de contacto)

1069 99 10 3,0 [Si]=12.4 sccm 16 Igual a 1068 com PQ dopado (x 10, para
fotocorrente, com camadas de contacto)

1070 99 10 3,0 [Si]=25,4 sccm 16 Igual a 1069 com PQ dopado (x 10 para
fotocorrente, com camadas de contacto)

1071 99 10 3,0 N&o 16 Igual a 1068 (x 20, para absorg¢do, sem
camadas de contacto)

1072 99 10 3,0 [Si]=12.4 sccm 16 Igual a 1071 com PQ dopado (x 20, para
absorgéo, sem camadas de contacto)

1073 99 10 3,0 [Si]=25,4 sccm 16 Igual a 1072 com PQ dopado (x 20, para

absorgéo, sem camadas de contacto)
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Apéndice 2

Resumo das estruturas crescidas.

# GalnAs:n 250nm
#
#InGaAlAs,Al=16 % 60nm
#
#InP 13nm |
#
#1InAs QD | (x10)
#
#InGaAlAs,Al=16 % 109nm |
#
# GalnAs 500nm
#
# InP 150nm
#
# substrate:

# Sumitomo-InP: Fe (100) 6 wn 941695-017

# GalnAs:n 250nm
#
#InGaAlAs,Al=16 % 60nm
#
#InP 13nm |
#
#1InAs QD | (x10)
#
#InGaAlAs,Al=16 % 109nm |
#
# GalnAs 500nm
#
# InP 150nm
#
# substrate:

# Sumitomo-InP: Fe (100) 8 wn 941695-017

110

B1

B3

ap

B3

X

ap

Observagdo: As amostras 989 e 996 sdo iguais . Repetimos a amostra apenas para termos

mais material.

Ambas nio tém b, e QW.
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111

------------------- sample 990 (A1) -------------=----
#

#

# GalnAs:n 250nm

#

#InGaAlAs,Al=16 % 99nm

#

# InP 13nm |

#

#1InAs QD I (x10)
#

#InGaAs 10nm |

#

#InGaAlAs,Al=16 % 9nm |

#

# GalnAs 500nm

#

# InP 150nm

#

# substrate:

# Sumitomo-InP: Fe (100) 7 wn 941695-017

Observacdo: Amostra com 10 periodos

# GalnAs:n

#
# InP
#

#InAs
#

#InGaAs

#
# InP
#

# GalnAs:n
#

# InP
#

# substrate:

500nm
16nm |
QD I (x3)
10nm |
8nm

500nm

150nm

# Sumitomo-InP: Fe (100) 7 wn 941695-017

Observacgdo: Amostra com 3 periodos

B3
B1
Ly
Qb
B3
B1
any

Qo
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------------------- sample 992 (A5)-----------=----—-
#

#

# GalnAs:n 250nm

#

#InGaAlAs,Al=16 % 60nm

#

# InP 13nm |
#

#1InAs QD I (x10)
#

#InGaAlAs,Al=18,5% 3.0nm |
#

#InGaAs 10nm |
#

#InGaAlAs,Al=16 % 99nm |
#

# GalnAs 500nm

#

# InP 150nm

#

# substrate:

# Sumitomo-InP: Fe (100) 7 wn 941695-017

#

Observacdo: Dobramos b,

------------------- sample 987 (AS) ----------------
#

#

# GalnAs:n 250nm

#

#InGaAlAs,Al=16 % 60nm

#

# InP 13nm |
#

#1InAs QD | (x10)
#

#InGaAlAs,Al=18,5% 1.5nm |
#

#InGaAs 10nm |
#

# InGaAlAs,Al=16 % 9nm |
#

# GalnAs 500nm

#

# InP 150nm

#

# substrate:

# Sumitomo-InP: Fe (100) 7 wn 941695-017

112

B1

[y

B2

B3

ap

B1

Q'

B3

B2

(=]n]
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# GalnAs:n
#
#InGaAlAs,Al=16 %
#
#InP
#
#InAs:n
#
#InGaAlAs,Al=18,5%
#
#InGaAs
#
#InGaAlAs,Al=16 %
#
# GalnAs
#
#InP
#
# substrate:

250nm

99nm

13nm |

QD [ (x10)
3nm I

10nm |
99nm |
500nm

150nm

113

B1

iy

B2

Qo

B3

# Sumitomo-InP: Fe (100) 8 wn 941695-017

Observagdo: Dot dopado

B3

# GalnAs:n
#
#InGaAlAs,Al=16 %
#

# InP 16nm

#
#1InAs QD
#
# InGaAlAs,Al=16 %
#
# GalnAs:n
#

# InP 150nm

#
# substrate:

# Sumitomo-InP: Fe (100)

250nm
109nm

I

| (x10)
109nm |

500nm

|

QD
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# GalnAs:n
#
#InGaAlAs,Al=16 %
#
#InP
#
#InAs
#
#InGaAlAs,Al=18,5%
#
#InGaAs
#
#InGaAlAs,Al=16 %
#
# GalnAs
#
#InP
#
# substrate:

# Sumitomo-InP: Fe (100)

250nm
99nm
16nm
QD
3nm
10nm
99nm
500nm

150nm

| (x10)

114

B1

iy

B2

Qo

B3
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